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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリセル部と、周辺回路部と、を有する半導体記憶装置であって、
　前記メモリセル部は、
　　所定方向に伸張する絶縁部１と、前記絶縁部１の側面上に順に設けられた下部電極と
誘電体膜と上部電極とを備えたキャパシタと、
　　前記上部電極に電気的に接続されたプレート電極と、
　　ソース領域及びドレイン領域を有するトランジスタであって、前記下部電極にソース
領域及びドレイン領域の何れか一方が電気的に接続されたトランジスタと、
　を有し、
　前記周辺回路部は、
　　前記所定方向と同じ方向に伸張するプレート電極であって、前記プレート電極の側面
は前記所定方向と平行であるプレート電極と、
　　前記プレート電極の側面上に順に設けられた上部電極と誘電体膜と下部電極とを有す
るキャパシタと、
　　ソース領域及びドレイン領域を有するトランジスタであって、前記下部電極にソース
領域及びドレイン領域の何れか一方が電気的に接続されたトランジスタと、
　を有し、
　前記メモリセル部は、
　前記側面上に下部電極及び誘電体膜が設けられた複数の絶縁部１が、特定の方向に一定
の間隔で配置された配列を複数、有し、
　隣り合う配列は、一方の配列中の前記絶縁部１が他方の配列中の絶縁部１に対して互い
違いとなるように配置され、
　前記下部電極及び誘電体膜が設けられた絶縁部１間に、導電材料を充填することにより
前記上部電極が設けられていることを特徴とする半導体記憶装置。
【請求項２】
　前記絶縁部１の形状が、円筒形状であることを特徴とする請求項１に記載の半導体記憶
装置。
【請求項３】
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　前記周辺回路部は、
　前記プレート電極の形状が、直方体状であることを特徴とする請求項１又は２に記載の
半導体記憶装置。
【請求項４】
　前記メモリセル部と周辺回路部の間に更に、
　前記所定方向と同じ方向に伸張する開口の内壁上に設けられた導電材料膜と、前記開口
内に充填された絶縁部２と、を有する境界部を備えることを特徴とする請求項１～３の何
れか１項に記載の半導体記憶装置。
【請求項５】
　メモリセル部形成領域及び周辺回路部形成領域に、トランジスタと、前記トランジスタ
のソース領域及びドレイン領域の何れか一方に電気的に接続されたコンタクトプラグを設
ける工程と、
　全面に層間絶縁膜を堆積させる工程と、
　前記メモリセル部形成領域の層間絶縁膜内に前記コンタクトプラグが露出するように複
数の開口１を形成し、前記周辺回路部形成領域の層間絶縁膜内に所定領域を囲むと共に前
記コンタクトプラグが露出するように開口２を形成する開口形成工程と、
　開口部分が残るように前記開口１及び２の内壁上に導電材料を堆積させて下部電極を形
成する工程と、
　前記下部電極を形成した開口１内に絶縁材料を充填して絶縁部１を形成すると共に、前
記下部電極を形成した開口２内に絶縁材料を充填する工程と、
　前記メモリセル部形成領域の層間絶縁膜を除去し、前記周辺回路部形成領域内の前記所
定領域を構成する層間絶縁膜を除去して開口３を形成する工程と、
　誘電体膜を堆積させて、前記メモリセル部形成領域の下部電極の表面を誘電体膜で被覆
し、前記周辺回路部形成領域の開口３の内壁を誘電体膜で被覆する工程と、
　前記メモリセル部形成領域において前記誘電体膜及び下部電極を設けた絶縁部１間に導
電材料を充填して上部電極を形成し、前記周辺回路部形成領域において開口部分が残るよ
うに前記開口３内に導電材料を堆積させることにより上部電極を形成する工程と、
　前記メモリセル部形成領域において前記上部電極に電気的に接続されるようにプレート
電極を形成し、前記周辺回路部形成領域において前記開口３の開口部分に導電材料を充填
させてプレート電極を形成する工程と、
　を有する半導体記憶装置の製造方法。
【請求項６】
　前記開口形成工程において、
　円筒形状の前記開口１を形成することを特徴とする請求項５に記載の半導体記憶装置の
製造方法。
【請求項７】
　前記開口形成工程において、
　特定の方向に一定の間隔で配置された前記開口１の配列を複数、有し、
　隣り合う開口１の配列において開口１が互い違いとなるように、前記開口１を形成する
ことを特徴とする請求項５又は６に記載の半導体記憶装置の製造方法。
【請求項８】
　前記開口形成工程において、
　前記所定領域が直方体状となるように、前記開口２を形成することを特徴とする請求項
５～７の何れか１項に記載の半導体記憶装置の製造方法。
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